Guia docente 2008/2009

Plan 251 Ing. en Electronica
Asignatura 14005 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

Grupo 1

Se inicia con una breve revision de los conceptos basicos de electrénica fisica necesarios para el estudio de los
dispositivos. Se hace especial énfasis en la comprension del funcionamiento de la estructura basica, la union P-N, con
el fin de obtener una visién unificada de los diferentes dispositivos electronicos. Se estudian los dispositivos basicos:
diodo de union, transistor bipolar y transistor de efecto de campo.

Tema 1: Conceptos basicos de Electronica Fisica.

I. El Diodo

Tema 2: La union Pn en condiciones estacionarias.

Tema 3: Comportamiento dinamico de la unién Pn.

Tema 4: Union metal-semiconductor.

1. El transistor bipolar

Tema 5: El transistor bipolar ideal.

Tema 6: Desviaciones respecto del transistor bipolar ideal.
Tema 7: Comportamiento dindmico del transistor bipolar.
Il Dispositivos Unipolares

Tema 8: El transistor de efecto de campo de unidn (Jfet).
Tema 9: La union metal-aislante-semiconductor (Mis).
Tema 10: El transistor de efecto de campo metal-6xido-semiconductor (Mosfet)
ideal.

Tema 11: Desviaciones respecto del Mosfet ideal.

Tema 12: Otras estructuras Mosfet.

Conocimiento de la estructura y funcionamiento interno de los principales dispositivos electrénicos.

Tema 1: Conceptos basicos de Electrénica Fisica.
I. El Diodo
Tema 1: La unién Pn en equilibrio.
Tema 2: La union Pn en condiciones estacionarias.
Tema 3: Comportamiento dinamico de la unién Pn.
Tema 4: Unién metal-semiconductor.
li. El transistor bipolar
Tema 5: El transistor bipolar ideal.
Tema 6: Desviaciones respecto del transistor bipolar ideal.
Tema 7: Comportamiento dindmico del transistor bipolar.
lii. Dispositivos Unipolares
Tema 8: El transistor de efecto de campo de union (Jfet).
Tema 9: La union metal-aislante-semiconductor (Mis).
Tema 10: El transistor de efecto de campo metal-éxido-semiconductor (Mosfet) ideal.
Tema 11: Desviaciones respecto del Mosfet ideal.

Resolucion de problemas de dispositivos electronicos. Si fuera posible, se realizarian practicas con simuladores de
dispositivos y/o circuitos.
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Examen escrito de cuestiones y problemas. En caso de haber practicas, estas se evaluaran aparte.

Las cuestiones tedricas se podran plantear o bien como preguntas separadas o como apartados de los problemas, y

consistiran en pequefios desarrollos teéricos o explicaciones razonadas de los fendmenos y/o dispositivos vistos en
clase.

* S.M. Sze, "Semiconductor Devices: Physics & Technology". Ed. John Wiley & Sons - 1985. * S.M. Sze, "Physics of
Semiconductor Devices". Ed. John Wiley Interscience - 1981. * Paul F. Comber and al. "Microwave Components,

Devices and Active Circuits”". Ed. John Wiley & Sons - 1987. * Ben G. Streetman, "Solid State Electronic Devices".
Prentice Hall - 1990.
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